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1. はじめに 

ZnCdTe中に電気陰性度の大きく異なる Oをわずかに添加した Zn1-xCdxTe1-yOy(ZnCdTeO)は，Oの局在準位

と ZnCdTe の伝導帯間のバンド反交差作用により，低エネルギー(E)サブバンドと高エネルギー(E)サブバン

ドが形成され，計 3 つの光学遷移過程を創出できることから，中間バンド型太陽電池への応用が期待されて

いる[1]．本材料は ZnTeO と比較すると，Cd 添加量によりバンドギャップの制御が可能であることから，太

陽光スペクトルに対する整合性の向上が期待されている．先の研究では，分子線エピタキシー(MBE)法によ

り ZnCdTeO薄膜の成長を行い，各種物性を明らかとしたが[2]，中間バンド型太陽電池応用に向けて重要な中

間バンドへの電子ドーピングは未検討である．そこで本研究では，ZnCdTeOの中間バンドへの電子ドーピン

グの可能性を明らかにするため，ZnTeOにて有効性が実証されたClドーピング[3]をZnCdTeOに対して行い，

その特性を評価した． 

2. 実験方法 

Clドープ ZnCdTeO薄膜はMBE法により ZnTe(100)基板上に 60min間成長した．Clドーピングの原料とし

ては ZnCl2を用い，同セル温度を 160～240℃の範囲で変化させた．基板温度は 400℃とし，Cdフラックス比

fcd(=[Cd]/([Zn]+[Cd]))は 0.3，酸素は酸素ラジカル銃によりそれぞれ一定の条件の下で供給した．薄膜の評価は，

触針式段差計，高分解能 X線回折(HR-XRD)，エネルギー分散型 X線分析(EDX)，フォトルミネッセンス(PL)

などを用いて行った． 

3. 結果及び考察 

Fig. 1に ZnCl2セル温度に対する ZnCdTeOの成長速度を示す．ZnCl2セル温度が上昇するにつれて薄膜の成

長速度が低下していることが分かる．同様の傾向は ZnTeOの場合も見られ，また ZnSeへの Clドーピングで

も報告されている[3,4]．Fig. 2に ZnCl2セル温度を変化させた薄膜の 9Kでの PLスペクトルを示す．同図に示

した undoped ZnCdTeOと比較して Clを添加し成長した薄膜では，1.7~1.8eV付近に新たな発光ピークが現れ

ることが分かる．ZnTeO でも Cl ドーピングによって類似したピークが観測されており，このピークは Cl に

関連する不純物準位によるものと考えられる．なお薄膜の組成 x，yは HR-XRDと EDXにより算出した．詳

細は当日報告する． 
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Fig. 2. Photoluminescence spectra at 9K for Cl-doped 

ZnCdTeO grown at various ZnCl2 cell temperatures. 

Fig. 1. Growth rate of Cl-doped ZnCdTeO layers 

grown at various ZnCl2 cell temperatures. 

150 200 250

0.5

0.6

0.7

0.8

ZnCl2 cell temperature (℃)

G
ro

w
th

 r
a
te

 (
Å

/s
e
c
)

Zn1−xCdxTe1−yOy : Cl

1.4 1.6 1.8 2 2.2

x1/2

undoped ZnCdTeO

160℃

180℃

200℃

ZnCl2 Temp. 

Zn1−xCdxTe1−yOy : Cl

PL at 9.0K

Photon energy (eV)

P
L
 i
n
te

n
s
it
y
 (

a
rb

. 
u
n
it
s
)

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))21p-431B-2 

© 2018年 応用物理学会 13-291 15.2


